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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下側を導通可能にする配線パターンを備えた複数のユニット配線板が、接続端子を介
して相互接続されて積層されて構成されるベース配線板と、
　前記ベース配線板の上に積層され、上下側を導通可能にする配線パターンを備えて、前
記ベース配線板の前記配線パターンに接続端子を介して接続されたシリコンインターポー
ザと、
　前記複数のユニット配線板の間の隙間、及び前記ベース配線板と前記シリコンインター
ポーザとの隙間に充填され、前記ベース配線板及び前記シリコンインターポーザを一体化
する樹脂部とを有し、
　前記樹脂部は、前記隙間から前記ベース配線板及び前記シリコンインターポーザの側方
にかけて繋がって形成され、
　前記シリコンインターポーザはその上面が前記樹脂部から露出した状態で前記樹脂部に
埋設され、かつ、前記ベース配線板の最下の前記ユニット配線板はその下面が前記樹脂部
から露出した状態で前記樹脂部に埋設されていることを特徴とする配線基板。
【請求項２】
　前記ユニット配線板は、絶縁層の両面側にスルーホール導電層を介して相互接続された
前記配線パターンがそれぞれ形成されて構成され、上側に配置された前記ユニット配線板
の下面側の前記配線パターンに前記接続端子が設けられていることを特徴とする請求項１
に記載の配線基板。
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【請求項３】
　前記ベース配線板には、前記樹脂部に埋設された状態で半導体チップ及び受動部品のい
ずれか又は両方が接続されて実装されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の配
線基板。
【請求項４】
　前記半導体チップは、下側の前記ユニット配線板にフリップチップ接続され、前記ユニ
ット配線板の間に充填された前記樹脂部に埋設されていることを特徴とする請求項３に記
載の配線基板。
【請求項５】
　前記樹脂部はフィラーを含有し、前記樹脂部の熱膨張係数が７乃至２０ｐｐｍ／℃で、
かつ弾性率が１５～２５ＧＰａであることを特徴とする請求項１又は２に記載の配線基板
。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項の配線基板と、
　前記シリコンインターポーザの上面側の前記配線パターンに接続されて実装された半導
体チップとを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　上下側を導通可能にする配線パターンを備えた複数のユニット配線板が、接続端子を介
して相互接続されて積層されて構成されるベース配線板と、上下側を導通可能にする配線
パターンを備えたシリコンインターポーザとを用意し、前記ベース配線板の前記配線パタ
ーンに前記シリコンインターポーザを接続端子を介して接続することにより、インターポ
ーザ付き配線基板を得る工程と、
　前記インターポーザ付き配線基板にモールド金型を設置し、真空トランスファモールド
法によって、前記複数のユニット配線板の隙間、及び前記ベース配線板と前記シリコンイ
ンターポーザとの隙間に樹脂を充填することにより、前記ベース配線板及び前記シリコン
インターポーザを一体化する樹脂部を形成する工程とを有し、
　前記シリコンインターポーザはその上面が前記樹脂部から露出した状態で前記樹脂部に
埋設され、前記ベース配線板の最下の前記ユニット配線板はその下面が前記樹脂部から露
出した状態で前記樹脂部に埋設されることを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項８】
　前記樹脂部を形成する工程において、前記モールド金型は下型及び下面に凹部を備えた
上型から構成され、前記上型の凹部側の面に、前記樹脂部から前記上型を分離するための
リリースフィルムが設けられていることを特徴とする請求項７に記載の配線基板の製造方
法。
【請求項９】
　前記樹脂部はフィラーを含有し、前記樹脂部の熱膨張係数が７乃至２０ｐｐｍ／℃で、
かつ弾性率が１５～２５ＧＰａであることを特徴とする請求項７又は８に記載の配線基板
の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は配線基板及びその製造方法と半導体装置に係り、さらに詳しくは、高性能な半
導体チップの実装に対応できるシリコンインターポーザが内蔵された配線基板及びその製
造方法と半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＣＰＵなどの半導体チップが配線基板の上に実装されて構成される半導体装置が
ある。半導体チップを実装するための配線基板としては、ファインピッチの配線が多層化
されて形成されたビルドアップ配線板が一般的に使用されている。
【０００３】
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　近年では、半導体チップのさらなる高性能化に伴ってその接続電極のピッチが狭小化さ
れてきている。ビルドアップ配線板の配線のファインピッチ化には限界があるので、その
ような半導体チップをビルドアップ配線板に直接実装することが困難になりつつある。そ
の対策として、上下側を導通可能にする微細配線を備えたシリコンインターポーザを介し
て半導体チップをビルドアップ配線板に接続する方法が提案されている。
【０００４】
　特許文献１には、半導体チップ内の配線層数を減らすために半導体チップ内の配線の機
能をインターポーザに移し、配線基板の上にインターポーザを介して半導体チップを実装
することが記載されている。
【０００５】
　特許文献２には、外部接続端子を備えた第１の配線基板に半導体素子が実装された上部
装置部と、接続用電極を備えた第２の配線基板に半導体素子が実装された下部装置部との
間に、インターポーザ基板を配設することが記載されている。
【特許文献１】特開２００１－１０２４７９号公報
【特許文献２】特開２００４－２７３９３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前述したように、半導体チップの高性能化に伴ってビルドアップ配線板の配線のさらな
るファインピッチ化や多層化、さらにはシリコンインターポーザの導入が必要となり、こ
れによって半導体装置のコスト上昇や歩留り低下を招きやすい。
【０００７】
　例えば、ビルドアップ配線板のスルーホールランドから配線を引き回してシリコンイン
ターポーザが接続されるインターポーザ用パッドを配置する際に、配線の引き回しの途中
でスルーホールランドが邪魔になって配線を引き回せない場合は、ビルドアップ配線板の
配線の層数を増やして対応する必要がある。
【０００８】
　このとき、従来技術のビルドアップ配線板では、片面側の配線の追加のみで対応できる
場合であっても、反りの発生を防止するためにコア基板の両面側に配線を対称に形成する
必要があり、無駄なコストがかかる問題がある。
【０００９】
　このように、従来技術のビルドアップ配線板では、半導体チップの高性能化に対応させ
る際に、不必要な配線を形成する必要があることから配線の層数が膨大になるケースが想
定され、コスト上昇や歩留りの低下が懸念される。さらには、ビルドアップ配線板の上に
シリコンインターポーザを接続してインターポーザ内蔵配線基板を構成する際に、高い信
頼性が得られる構造が要求される。
【００１０】
　本発明は以上の課題を鑑みて創作されたものであり、シリコンインターポーザを内蔵す
る配線基板において、シリコンインターポーザの仕様に対応させて配線パターンの層数を
必要最小限に設定できると共に、製造工程が簡略化されて低コスト・高歩留りで製造され
る信頼性の高い配線基板及びその製造方法と半導体装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するため、本発明は配線基板に係り、上下側を導通可能にする配線パタ
ーンを備えた複数のユニット配線板が、接続端子を介して相互接続されて積層されて構成
されるベース配線板と、前記ベース配線板の上に積層され、上下側を導通可能にする配線
パターンを備えて、前記ベース配線板の前記配線パターンに接続端子を介して接続された
シリコンインターポーザと、前記複数のユニット配線板の間の隙間、及び前記ベース配線
板と前記シリコンインターポーザとの隙間に充填され、前記ベース配線板及び前記シリコ
ンインターポーザを一体化する樹脂部とを有することを特徴とする。
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【００１２】
　本発明の配線基板を構成するベース配線板は、上下側を導通可能にする配線パターンを
備えた複数のユニット配線板が厚さ方向に積層されて接続端子を介して相互接続されて構
成される。ベース配線板の上には高性能な半導体チップが実装される微細配線を備えたシ
リコンインターポーザが接続端子を介して接続されている。
【００１３】
　さらに、複数のユニット配線板の隙間及びベース配線板とシリコンインターポーザとの
隙間に樹脂部が充填されており、樹脂部がベース配線板及びシリコンインターポーザを一
体化する基板として機能する。シリコンインターポーザはその上面の半導体チップ搭載面
が露出した状態で樹脂部に埋設されている。
【００１４】
　本発明の配線基板では、高性能な半導体チップの狭小ピッチの接続電極が微細配線を備
えたシリコンインターポーザに接続され、シリコンインターポーザからベース配線板にピ
ッチ変換される。
【００１５】
　本発明では、上下側を導通可能にする配線パターンを備えたユニット配線板を１ユニッ
トとして使用し、それを積層して接続することによりベース配線板を構成している。この
ため、従来技術のビルドアップ配線板と違って、配線の層数を増やす際に、反りの防止を
考慮してコア基板の両面に配線パターンを対称に形成する必要はなく、シリコンインター
ポーザの仕様に対応させて必要最小限の配線パターンの層数でベース配線板を構成するこ
とができる。従って、不必要な配線パターンの形成によるコスト上昇や歩留り低下を招く
おそれがない。
【００１６】
　本発明の一つの好適な態様では、樹脂部の材料として、多量のフィラーを含むモールド
コンパウンド樹脂（例えばシリカフィラーが８５～９０％含有されたエポキシ樹脂）が使
用され、樹脂部の熱膨張係数が７～２０ｐｐｍ／℃であり、弾性率が１５～２５ＧＰａで
ある。そのような樹脂材料から樹脂部を形成することにより、一般的な樹脂材料を使用す
る場合よりも、シリコンインターポーザ、ベース配線板及び樹脂部の間で熱膨張係数を近
似させることができるので、配線基板の反りの発生を抑制することができる。さらには、
樹脂部は、高い弾性率を有する樹脂材料から形成されるので、ベース配線板及びシリコン
インターポーザを一体的に支持する剛性が高い基板として機能する。
【００１７】
　このように、本発明では、ベース配線板及びシリコンインターポーザが、反りの発生を
抑える剛性の強い樹脂によって封止されるので、信頼性の高い配線基板が構成される。
【００１８】
　また、上記課題を解決するため、本発明は配線基板の製造方法に係り、上下側を導通可
能にする配線パターンを備えた複数のユニット配線板が、接続端子を介して相互接続され
て積層されて構成されるベース配線板と、上下側を導通可能にする配線パターンを備えた
シリコンインターポーザとを用意し、前記ベース配線板の前記配線パターンに前記シリコ
ンインターポーザを接続端子を介して接続することにより、インターポーザ付き配線基板
を得る工程と、前記インターポーザ付き配線基板にモールド金型を設置し、真空トランス
ファモールド法によって、前記複数のユニット配線板の隙間、及び前記ベース配線板と前
記シリコンインターポーザとの隙間に樹脂を充填することにより、前記ベース配線板及び
前記シリコンインターポーザを一体化する樹脂部を形成する工程とを有することを特徴と
する。
【００１９】
　本発明の配線基板の製造方法を採用することにより、上記した配線基板を容易に製造す
ることができる。本発明では、まず、複数のユニット配線板を積層してベース配線板を構
成し、ベース配線板の上にシリコンインターポーザを接続してインターポーザ付き配線基
板を得る。その後に、インターポーザ付き配線基板にモールド金型を設置し、真空トラン
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スファモールド法によって複数のユニット配線板の隙間及びベース配線板とシリコンイン
ターポーザとの隙間に樹脂を充填する。真空トランスファモールド法を使用することによ
り、フィラーを多量に含むモールドコンパウンド樹脂であっても微細な隙間に樹脂を信頼
性よく充填することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　以上説明したように、本発明の配線基板では、ユニット配線板が積層されたベース配線
板の上にシリコンインターポーザが接続され、それらの隙間に樹脂が充填されて構成され
るので、低コスト・高歩留りで製造されて高い信頼性が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照して説明する。
【００２２】
　図１～図６は本発明の実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図、図７～図９は本発
明の実施形態の配線基板を示す断面図、図１０及び図１１は同じく半導体装置を示す断面
図である。
【００２３】
　本実施形態の配線基板の製造方法では、図１に示すように、まず、上下側を導通可能に
する配線パターン１６を備えたシート状の第１ユニット配線板１０及び第２ユニット配線
板２０を用意する。第１ユニット配線板１０では、ガラスクロスを含むエポキシ樹脂（プ
リプレグ）などから形成された絶縁層１２にスルーホール１２ｘが形成されている。スル
ーホール１２ｘの中には銅などからなるスルーホール導電層１４が充填されている。
【００２４】
　さらに、絶縁層１２の両面側には銅などからなる配線パターン１６が形成されており、
両面側の配線パターン１６はスルーホール導電層１４を介して相互接続されている。また
、絶縁層１２の両面側には、配線パターン１６の接続部上に開口部が設けられたソルダレ
ジスト１８がそれぞれ形成されている。
【００２５】
　第２ユニット配線板２０では、第１ユニット配線板１０と同様に、絶縁層１２の両面側
に、スルーホール１２ｘ内のスルーホール導電層１４を介して相互接続された配線パター
ン１６がそれぞれ形成されている。また、第１ユニット配線板１０と同様に、絶縁層１２
の両面側に配線パターン１６の接続部上に開口部が設けられたソルダレジスト１８がそれ
ぞれ形成されている。また、第２ユニット配線板２０の上面側の配線パターン１６にはキ
ャパシタ部品１７が接続されて実装されている。なお、キャパシタ部品１７の他に、抵抗
部品やインダクタ部品などの受動部品が実装されていてもよい。
【００２６】
　さらに、第２ユニット配線板２０では、絶縁層１２の下面側の配線パターン１６の接続
部に接続端子２０ａが設けられている。接続端子２０ａは、銀（Ａｇ）ペースト、はんだ
ペースト、はんだボール、外面にはんだが被覆された銅ボール、又は金バンプなどから形
成され、その高さは３０～１００μｍに設定される。
【００２７】
　第１ユニット配線板１０及び第２ユニット配線板２０の各配線パターン１６は、絶縁層
１２にスルーホール１２ｘが形成され、次いでスルーホール１２ｘ内から絶縁層１２の両
面に繋がる金属層がめっきによって形成された後に、フォトリソグラフィ及びエッチング
によって金属層がパターン化されて形成される。あるいは、銅張積層板を加工することに
基づいてその両面側に配線パターンを形成してもよい。第１ユニット配線板１０及び第２
ユニット配線板２０の各配線パターン１６の最小幅は例えば３０～５０μｍに設定される
。
【００２８】
　なお、第１ユニット配線板１０及び第２ユニット配線板２０の各配線パターン１６が両
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面側に１層ずつ形成された形態を例示したが、配線パターン１６が絶縁層１２の両面側に
ｎ層（ｎは２以上の整数）でそれぞれ積層されていてもよい。また、第１、第２ユニット
配線板１０，２０は、フレキシブル配線板であってもよいし、リジッド配線板であっても
よい。
【００２９】
　次いで、図２に示すように、第２ユニット配線板２０の接続端子２０ａが第１ユニット
配線板１０の上側の配線パターン１６の接続部に対応するように、第１ユニット配線板１
０の上に第２ユニット配線板２０を配置する。さらに、１８０～２２０℃の温度で熱処理
することにより、第２ユニット配線板２０の接続端子２０ａを第１ユニット配線板１０の
上面の配線パターン１６の接続部に接合する。第２ユニット配線板２０の接続端子２０ａ
が金バンプからなる場合は、第１ユニット配線板１０の配線パターン１６の接続部に金層
が形成され、超音波接合によって接続される。
【００３０】
　これにより、図３に示すように、２層の配線パターン１６をそれぞれ備えた第１、第２
ユニット配線板１０，２０が厚さ方向に３次元的に積層されて接続され、これによってベ
ース配線板５が構成される。ベース配線板５は、スルーホール導電層１４及び接続端子２
０ａによって相互接続された４層の配線パターン１６を備えて構成され、最上の配線パタ
ーン１６にキャパシタ部品１７が実装されている。なお、第２ユニット配線板２０に接続
端子２０ａを設ける代わりに、第１ユニット配線板１０の上面の配線パターン１６に接続
端子を設けるようにしてもよい。
【００３１】
　続いて、図４に示すように、上下側を導通可能にする配線パターン３６を備えたシリコ
ンインターポーザ３０を用意する。シリコンインターポーザ３０では、シリコン基板３２
にスルーホール３２ｘが設けられており、シリコン基板３２の両面及びスルーホール３２
ｘの内面に絶縁層３３が形成されている。スルーホール３２ｘの中には銅などからなるス
ルーホール導電層３４が充填されている。さらに、シリコン基板３２の両面側にはスルー
ホール導電層３４を介して相互接続された銅などからなる配線パターン３６がそれぞれ形
成されている。
【００３２】
　シリコンインターポーザ３０は半導体集積回路の製造プロセスを使用して製造されるの
で、前述したベース配線板５の配線パターン１６よりもファインピッチで形成され、その
最小幅は例えば３～５μｍで形成される。また、シリコンインターポーザ３０の下面の配
線パターン３６には高さが３０～１００μｍの金バンプなどからなる接続端子３０ａが設
けられている。なお、シリコンインターポーザ３０の配線パターン３６はシリコン基板３
２の両面側に任意の層数で積層されていてもよい。
【００３３】
　さらに、同じく図４に示すように、ベース配線板５の最上の配線パターン１６のインタ
ーポーザ用の接続部にはんだボール又ははんだペーストからなるはんだ材２２を形成する
。続いて、シリコンインターポーザ３０の接続端子３０ａがベース配線板５上のはんだ材
２２に対応するように、インターポーザ３０をベース配線板５の上に配置する。さらに、
１８０～２２０℃の温度で熱処理することにより、インターポーザ３０の接続端子３０ａ
をベース配線板５に設けられたはんだ材２２に接合してベース配線板５の配線パターン１
６に電気的に接続する。
【００３４】
　これにより、図５に示すように、ベース配線板５の上にシリコンインターポーザ３０が
３次元的に積層されて接続され、これによってインターポーザ付き配線基板６が得られる
。この時点では、第１ユニット配線板１０と第２ユニット配線板２０との間、及び第２ユ
ニット配線板２０とシリコンインターポーザ３０との間には、第２ユニット配線板２０の
接続端子２０ａ及びシリコンインターポーザ３０の接続端子３０ａの厚みに相当する隙間
がそれぞれ存在する。
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【００３５】
　次いで、図６に示すように、下型４２及び上型４４から基本構成されるモールド金型４
０を用意する。そして、下型４２の上に図５のインターポーザ付き配線基板６を配置する
。さらに、下面側に凹部４４ｘを備えた上型４４をインターポーザ付き配線基板６の上に
配置する。上型４４の下面にはリリースフィルム４６が設けられており、インターポーザ
付き配線基板６のシリコンインターポーザ３０の上面はリリースフィルム４６で押えられ
た状態となる。リリースフィルム４６は、シリコンインターポーザ３０を保護すると共に
、樹脂を充填した後に上型４４を樹脂から容易に分離するための剥離層として機能する。
【００３６】
　また、下型４２の周縁部上にはインターポーザ付き配線基板６を取り囲むようにスペー
サ４８が配置されており、インターポーザ付き配線基板６の一辺の領域にはスペーサ４８
と上型４４によって樹脂流入部Ｒが構成されている。また、樹脂流入部Ｒ以外の領域に配
置されるスペーサ４８は上型４４の下に配置されたリリースフィルム４６に接触しており
、樹脂流入がそこでストップするようになっている。
【００３７】
　このようにして、インターポーザ付き配線基板６を下型４２と上型４４とによって挟む
ことにより、樹脂流入部Ｒとそれに繋がって樹脂が充填される空間Ａが構成される。樹脂
が充填される空間Ａは、第１ユニット配線板１０と第２ユニット配線板２０との隙間Ａ１
、第２ユニット配線板２０とシリコンインターポーザ３０との隙間Ａ２、ベース配線板５
の外周側面とモールド金型４０との隙間Ａ３、及びシリコンインターポーザ３０の周辺の
隙間Ａ４である。
【００３８】
　次いで、同じく図６に示すように、溶融された樹脂を樹脂流入部Ｒを通してモールド金
型４０によって構成される空間Ａに流し込む。このとき、空間Ａを減圧して（又は真空に
して）エアを排気した状態で樹脂が流入される。このようにして、樹脂が樹脂流入部Ｒか
らモールド金型４０の中の空間Ａに流入し、第１ユニット配線板１０と第２ユニット配線
板２０との隙間Ａ１及び第２ユニット配線板２０とシリコンインターポーザ３０との隙間
Ａ２などに樹脂が充填される。
【００３９】
　さらに、空間Ａに押し込まれた樹脂を熱処理して硬化させた後に、インターポーザ付き
配線基板６からモールド金型４０を取り外して樹脂を露出させる。このとき、上型４４の
下面にはリリースフィルム４６が存在するので、上型４４を樹脂から容易に取り外すこと
ができる。その後に、樹脂流入部Ｒに形成された樹脂を折り取って廃棄する。
【００４０】
　これにより、図７に示すように、第１ユニット配線板１０と第２ユニット配線板２０と
の隙間Ａ１及び第２ユニット配線板２０とシリコンインターポーザ３０との隙間Ａ２など
に樹脂が充填されて、ベース配線板５とシリコンインターポーザ３０とを一体化する樹脂
部５０が形成される。なお、第１ユニット配線板１０と第２ユニット配線板２０との隙間
Ａ１及び第２ユニット配線板２０とシリコンインターポーザ３０との隙間Ａ２が比較的広
い（１００μｍ程度）場合は、空間Ａを減圧することなく大気の状態で樹脂を充填するこ
とも可能である。
【００４１】
　樹脂部５０の材料としては、径が３０μｍ程度以下のシリカフィラーが８５～９０％含
有されたエポキシ樹脂（モールドコンパウンド樹脂）が好適に使用され、その熱膨張係数
は７～２０ｐｐｍ／℃であり、弾性率は１５～２５ＧＰａである。樹脂部５０はベース配
線板５及びインターポーザ３０を一体化する基板として機能し、上記した特性の樹脂材料
を採用することにより、十分な剛性を有すると共に、後述するように反りの発生を抑制す
ることができる。
【００４２】
　また、一般的に、毛細管現象を利用して液状樹脂を隙間に充填する方法では、フィラー
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を多量に含む樹脂を狭い隙間に充填することは困難を極める。本実施形態では、第１ユニ
ット配線板１０と第２ユニット配線板２０との隙間Ａ１及び第２ユニット配線板２０とシ
リコンインターポーザ３０との隙間Ａ２がかなり狭い（例えば３０μｍ）場合であっても
、真空トランスファモールド法によって樹脂を充填するので、フィラーを多量に含む樹脂
を狭い隙間に信頼性よく充填することが可能である。
【００４３】
　以上により、図７に示すように、本実施形態のインターポーザ内蔵配線基板７が得られ
る。図７に示すように、本実施形態のインターポーザ内蔵配線基板７では、第１ユニット
配線板１０の上に第２ユニット配線板２０が厚さ方向に積層されて接続されてベース配線
板５が構成されている。
【００４４】
　第１ユニット配線板１０では、絶縁層１２の両面側に配線パターン１６がそれぞれ形成
されており、配線パターン１６は絶縁層１２のスルーホール１２ｘ内に充填されたスルー
ホール導電層１４を介して相互接続されている。さらに、絶縁層１２の両面側には配線パ
ターン１６の接続部上に開口部が設けられたソルダレジスト１８がそれぞれ形成されてい
る。
【００４５】
　第２ユニット配線板２０では、第１ユニット配線板１０と同様に、絶縁層１２の両面側
にスルーホール導電層１４を介して相互接続される配線パターン１６がそれぞれ形成され
ている。また、絶縁層１２の両面側には配線パターン１６の接続部上に開口部が設けられ
たソルダレジスト１８がそれぞれ形成されている。また、第２ユニット配線板２０の上面
の配線パターン１６にキャパシタ部品１７が接続されて実装されている。さらに、絶縁層
１２の下面側の配線パターン１６の接続部に接続端子２０ａが設けられている。
【００４６】
　そして、第１ユニット配線板１０の配線パターン１６の接続部に第２ユニット配線板２
０の接続端子２０ａが接合されて電気的に相互接続されている。
【００４７】
　さらに、ベース配線板５の上にシリコンインターポーザ３０が厚さ方向に積層されて接
続されている。シリコンインターポーザ３０では、前述した図４で説明したように、シリ
コン基板３２の両面側にスルーホール導電層３４を介して相互接続される配線パターン３
６が形成され、その下面の配線パター３６の接続部に金バンプなどからなる接続端子３０
ａが設けられている。そして、シリコンインターポーザ３０の接続端子３０ａがベース配
線板５の配線パターン１６の接続部にはんだ材２２によって接合されている。
【００４８】
　さらに、第１ユニット配線板１０と第２ユニット配線板２０との隙間Ａ１及び第２ユニ
ット配線板２０とシリコンインターポーザ３０との隙間Ａ２に樹脂部５０が充填されてい
る。樹脂部５０はそれらの隙間Ａ１，Ａ２からベース配線板５及びシリコンインターポー
ザ３０の側方にかけて繋がって一体的に形成されている。
【００４９】
　ベース配線板５及びシリコンインターポーザ３０の側面は樹脂部５０で被覆されている
と共に、ベース配線板５の上に実装されたキャパシタ部品１７が樹脂部５０の中に埋設さ
れている。シリコンインターポーザ３０はその上面の半導体チップ搭載面が露出した状態
で樹脂部５０に埋設されており、シリコンインターポーザ３０の上面と樹脂部５０の上面
が同一面となっている。
【００５０】
　このようにして、ベース配線板５及びシリコンインターポーザ３０が樹脂部５０によっ
て一体化されており、樹脂部５０はインターポーザ内蔵配線基板７の基板として機能する
。図７には、外部接続方式をＬＧＡ（Land Grid Array）型として使用する例が示されて
おり、ベース配線板５の下面の配線パターン１６の接続部Ｃがランドとして使用される。
【００５１】
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　本実施形態では、樹脂部５０の材料として、前述したように、反りの発生を防止するた
めに熱膨張係数が７～２０ｐｐｍ／℃の樹脂が使用される。シリコンインターポーザ３０
の熱膨張係数が３ｐｐｍ／℃程度で、ベース配線板５の熱膨張係数が１８ｐｐｍ／℃程度
であり、一般的な樹脂材料（熱膨張係数：４０～１００ｐｐｍ／℃）を使用する場合より
も、シリコンインターポーザ３０、ベース配線板５及び樹脂部５０の間で、熱膨張係数を
近似させることができる。
【００５２】
　シリコンインターポーザ３０、ベース配線板５及び樹脂部５０の間で熱膨張係数が大き
く異なる場合、樹脂を熱処理して硬化させる際などに熱膨張係数の差に基づく熱応力の発
生によってインターポーザ内蔵配線基板７に反りが発生しやすい。反りが発生すると、後
工程でのハンドリングに支障をきたしたり、実装基板（マザーボード）に実装する際にそ
れらの接合の信頼性が低下するなどの不具合が発生したりするおそれがある。
【００５３】
　しかしながら、本実施形態では、上記したように、シリコンインターポーザ３０、ベー
ス配線板５及び樹脂部５０の間で熱膨張係数が近似しているので、インターポーザ内蔵配
線基板７の反りの発生を抑制することができ、信頼性を向上させることができる。
【００５４】
　また、真空トランスファモールド法によって、第１ユニット配線板１０と第２ユニット
配線板２０の隙間Ａ１及び第２ユニット配線板２０とシリコンインターポーザ３０との隙
間Ａ２に樹脂が信頼性よく充填されて樹脂部５０が形成される。しかも、樹脂部５０は、
高い弾性率を有する樹脂材料から形成されるので、ベース配線板５及びシリコンインター
ポーザ３０を一体的に支持する剛性の高い基板として機能する。
【００５５】
　さらには、本実施形態では、絶縁層１２の両面側に相互接続された配線パターン１６が
設けられた第１、第２ユニット配線板１０，２０を１ユニットとしてそれぞれ使用し、そ
れらを積層することによりベース配線板５を構成している。
【００５６】
　このため、従来技術のビルドアップ配線板と違って、反りを防止するめにコア基板の両
面に配線パターンを対称に形成する必要はなく、シリコンインターポーザ３０の仕様に対
応させて必要最小限の配線パターンの層数でベース配線板５を構成できる。従って、無駄
な配線パターンを形成する必要がなくなるので、不必要な配線パターンの形成によるコス
ト上昇や歩留り低下を招くこともない。
【００５７】
　なお、本実施形態では、第１ユニット配線板１０と第２ユニット配線板２０を積層して
ベース配線板５を構成したが、ユニット配線板の積層数は、設計仕様に合わせて第ｎユニ
ット配線板（ｎは２以上の整数）まで任意に設定して積層することができる。
【００５８】
　また、図８に示すインターポーザ内蔵基板７ａのように、図７のインターポーザ内蔵配
線基板７の下面側の配線パターン１６の接続部Ｃにはんだボールなどを搭載して外部接続
端子５ａを設けてＢＧＡ（Ball Grid Array）型として使用してもよい。あるいは、ＰＧ
Ａ（Pin Grid Array）型として使用する場合は、インターポーザ内蔵配線基板７の下面側
の配線パターン１６の接続部Ｃにリードピンが設けられる。
【００５９】
　図９には、本実施形態の変形例のインターポーザ内蔵配線基板７ｂが示されている。変
形例のインターポーザ内蔵配線基板７ｂでは、図８のインターポーザ内蔵配線基板７ａの
第１ユニット配線板１０の上面の配線パターン１６の接続部に半導体チップ６０（ＬＳＩ
チップ）のバンプ６０ａがフリップチップ接続されており、半導体チップ６０が樹脂部５
０の中に埋設されている。第１ユニット配線板１０と半導体チップ６０との間の隙間にも
樹脂部５０が充填されている。
【００６０】
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　半導体チップ６０は、第２ユニット配線板２０の接続端子２０ａの高さによって構成さ
れる空間に収容され、樹脂部５０で封止されている。第２ユニット配線板２０の接続端子
２０ａは、半導体チップ６０の厚みに合わせて第１ユニット配線板１０と第２ユニット配
線板２０との間に半導体チップ６０が収容されるようにその高さが調整される。変形例の
インターポーザ内蔵配線基板７ｂにおいても、前述したような真空トランスファモールド
法によって樹脂部５０が充填される。
【００６１】
　図１０には本実施形態の半導体装置８が示されている。図８のインターポーザ内蔵配線
基板７ａのシリコンインターポーザ３０の上面の配線パターン３６（図４）の接続部に半
導体チップ７０（ＬＳＩチップ）のバンプ７０ａがフリップチップ接続されて実装されて
、半導体装置８が構成される。ベース配線板５に実装されたキャパシタ部品１７は半導体
チップ７０の電源ラインとグラウンドラインの間に接続されてデカップリングキャパシタ
として機能する。
【００６２】
　半導体チップ７０（シリコンチップ）は熱膨張係数が同一のシリコンインターポーザ３
０の上に実装されるので、半導体装置８の反りの発生を抑制することができる。なお、必
要に応じて、シリコンインターポーザ３０と半導体チップ７０との隙間にアンダーフィル
樹脂を充填してもよい。
【００６３】
　なお、１つの配線基板から複数の個々の配線基板を多面取りする場合は、半導体チップ
７０を実装する前又は後に、配線基板が切断される。
【００６４】
　その他の形態としては、ベース配線板５の上にシリコンインターポーザ３０が実装され
た構造のユニットを２つ用意し、それらが対称になるように接続端子で接続することによ
り、配線基板の両面側にシリコンインターポーザが配置され、両面側に半導体チップが実
装された形態としてもよい。この形態の場合、配線基板の下面周縁側の配線パターンに外
部接続端子が接続される。
【００６５】
　図１１には、本発明の実施形態の変形例の半導体装置８ａが示されている。図１１に示
すように、変形例の半導体装置８ａでは、図９のインターポーザ内蔵配線基板７ｂのイン
ターポーザ３０に半導体チップ７０のバンプ７０ａがフリップチップ接続されて構成され
る。
【００６６】
　本実施形態の半導体装置８，８ａでは、狭小ピッチの接続電極を備えた高性能な半導体
チップ７０を実装する場合であっても、それに対応する微細な配線パターン３６を備えた
シリコンインターポーザ３０の上に半導体チップ７０を実装することにより、半導体チッ
プ７０の接続電極のピッチ変換を行ってベース配線板５に電気的に接続することができる
。
【００６７】
　また、前述したように、本実施形態のベース配線板５は、シリコンインターポーザの仕
様に合わせて必要最小限のユニット配線板を積層して構成できるので、半導体装置のコス
ト低減及び歩留りの向上と製造工程の簡略化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】図１は本発明の実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図（その１）である。
【図２】図２は本発明の実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図（その２）である。
【図３】図３は本発明の実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図（その３）である。
【図４】図４は本発明の実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図（その４）である。
【図５】図５は本発明の実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図（その５）である。
【図６】図６は本発明の実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図（その６）である。
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【図７】図７は本発明の実施形態のＬＧＡ型のインターポーザ内蔵配線基板を示す断面図
である。
【図８】図８は本発明の実施形態のＢＧＡ型のインターポーザ内蔵配線基板を示す断面図
である。
【図９】図９は本発明の実施形態の変形例のインターポーザ内蔵基板を示す断面図である
。
【図１０】図１０は本発明の実施形態の半導体装置を示す断面図である。
【図１１】図１１は本発明の実施形態の変形例の半導体装置を示す断面図である。
【符号の説明】
【００６９】
５…ベース配線板、６…インターポーザ付き配線基板、７，７ａ，７ｂ…インターポーザ
内蔵配線基板、８，８ａ…半導体装置、１０…第１ユニット配線板、１２，３３…絶縁層
、１２ｘ，３２ｘ…スルーホール、１４，３４…スルーホール導電層、１６，３６…配線
パターン、１７…キャパシタ部品、１８…ソルダレジスト、２０…第２ユニット配線板、
２０ａ，３０ａ…接続端子、３０…シリコンインターポーザ、３２…シリコン基板、４０
…モールド金型、４２…下型、４４…上型、４４ｘ…凹部、４６…リリースフィルム、４
８…スペーサ、５０…樹脂部、６０，７０…半導体チップ、６０ａ，７０ａ…バンプ、Ａ
…空間、Ａ１～Ａ４…隙間。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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